
5 VCOとLNAの性能
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6 結論

4 コア回路のインダクタに対する影響
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LNAとLC-VCOにおいてオンチップインダクタの構造、配置を
変化させ、小面積化を図った。
LNAでは回路性能を維持しつつ面積を64%削減した。
VCOでは面積性能効率で206dBc/Hzを達成した。
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を半分以下に
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電流の向きを垂直にし
てカップリングの影響を
最小限に

これを満たさない可能性がある場合、電磁界シミュレーションで
確認する必要がある
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①長さm[cm]、間隔d[cm]の
平行な配線による影響
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②コア回路のループによる影響
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